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次世代ディスプレイと期待されるマイクロ()LED ディスプレイは、AlGaInP 系の赤色(R) LED

と InGaN 系の緑色(G)および青色(B) LED の組合せによる製造コスト面での問題を抱えている。問

題解決の手段として InGaN 系 RGBLED の集積が求められている。また超高精細 TV の規格 

(Rec.2020)では RGB として 630, 532, 467 nmであり、赤色 LED は波長 630 nm以上を必要とされて

いる。我々は、今までにマイクロフローチャネル MOVPE 法[1]による InGaN 系赤色 LED を開発

してきた[2, 3]。今回、LED 化を進め[4, 5]、その特性を評価したので報告する。 

47x47m赤色 LED チップの外観および発光の様子を図 1-3 に示す。LED チップは樹脂キャッ

プ無の bare な状態であり、そのため光取り出し効率は低い。電流密度を 2-50 A/cm2で変化させる

と、ピーク波長は 632 nmから 597 nmへブルーシフトした。発光の FWHM は 50-52 nmであった。

ウエハーの上部側のみの光出力を測定した on-wafer EQE は 0.36%であり、従来の 0.2%[6]を大幅に

上回った。さらなる詳細は当日報告する予定である。 

 

 

 

 

 

 

   図１．赤色LED の外観写真     図２．発光の様子     図３．InGaN 系 RGBLED 
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